
































































































专利名称(译) 液晶显示装置和制造方法，具有将像素电极与漏极连接的反射电极和位于传输孔边缘的上部存储电容器电
极
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摘要(译)

一种制造LCD器件的方法，包括使用第一掩模在第一基板上形成栅极
线，栅电极和具有双层结构的像素电极，所述双层结构包括第一和第二
导电层;形成第一绝缘膜，第一绝缘膜上的半导体图案，具有上存储电极
的源极/漏极图案，源极和漏极，使用第二掩模的数据线，数据线和栅极
线限定具有透射的像素区域和反射区域;通过使用第三掩模在透射区域中
穿过第二绝缘膜到第二导电层，在源/漏图案和透射孔上形成第二绝缘膜;
使用第四掩模在反射区域中形成反射电极，反射电极连接像素电极与漏
电极和存储电极。
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